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Дискретні біполярні транзистори з 
ізольованим затвором (Insulated 

Gate Bipolar Transistors, IGBT) нового 
покоління напругою 650  В  та 1200 В 
призначені для використання в сонячних 
інверторах та системах накопичення 
енергії (Energy Storage Systems, ESS ) 
(табл. 1). Завдяки значному зменшенню 
кроку між елементами порівняно з попе-
реднім поколінням компанія Magnachip 
досягла суттєвого збільшення допусти-
мого струму.Крім того, вдосконалена 
зона безпечної роботи при зворотному 
зміщенні (Reverse Bias Safe Operating 
Area, RBSOA ) допомагає забезпечити 
стабільну та надійну роботу в суво-
рих умовах високої напруги та сильного 
струму. Продукти доступні як у стан-
дартних корпусах TO-247, так і у корпу-
сах TO-247 Plus з підвищеною ємністю, 
що надає клієнтам гнучкість у проєкту-
ванні для широкого спектра варіантів 
застосування.

За даними аналітичної компа-
нії Omdia, очікується, що світовий 
ринок сонячних інверторів та систем 
накопичення енергії зросте з приблиз-
но 1.4 млрд доларів у 2024  році до 
2.7 млрд доларів у 2029 році, що відпо-
відає середньорічному темпу зростання 

(Compound Annual Growth Rate, CAGR ) 
на рівні приблизно 10.6 %.

Компанія Magnachip вже постачає 
IGBT-продукти провідним виробникам 
сонячних інверторів, завоювавши ви-
знання завдяки високій якості продукції 
та передовим технологіям. З випуском 
цього нового продукту компанія розши-
рює свій асортимент, охоплюючи широ-
кий діапазон потужностей, від побуто-
вих інверторів до промислових систем 
потужністю до 150  кВт, що дозволяє 
клієнтам обирати продукцію, яка відпо-
відає їхнім умовам експлуатації.

IGBT нового покоління використо-
вують технологію Advanced Field Stop 
Trench, що відрізняється вдосконаленою 
конструкцією та доопрацьованою тех-
нологією виготовлення порівняно з попе-
реднім поколінням. Зокрема, крок роз-
міщення елементів зменшено приблизно 
на 40 %, що значно збільшило пропускну 
здатність при тій самій площі кристала. 
Крім того, RBSOA, що визначає межі 
безпечної роботи напівпровідника, було 
збільшено на понад 30 %, що  забезпе-
чує надійну стабільність в умовах високої 
напруги та сильного струму. Це робить 
його придатним для ширшого викори-
стання в силових системах.

Компанія Magnachip планує про-
довжити розширення свого асор-
тименту продукції у першому півріччі 
2026 року, випустивши серію пристро-
їв для високих струмів з номінальними 
параметрами до 650 і 150  А, а також 
нові вироби на 750  В. Компанія також 
планує додати корпус TO-247-4Lead 
з контактом Кельвіна для підвищення 
ефективності комутації, що ще більше 
розширить її лінійку IGBT. Це дозволить 
Magnachip запропонувати ширший 
спектр варіантів конструкції для клієнтів 
на ринках сонячної енергетики та ESS, 
які мають тенденцію до підвищення по-
тужності та ефективності.

«Ця серія IGBT нового покоління 
забезпечує підвищення ефективності 
та надійності завдяки вдосконаленим 
технологічним процесам», — зазначив 
Хюк У (Hyuk Woo), технічний директор 
компанії Magnachip.  — Спираючись 
на наші перевірені ринком технології 
та виробничі можливості, ми й надалі 
розширюватимемо асортимент наших 
рішень, щоб якнайкраще задовольняти 
різноманітні потреби клієнтів».

Додаткову інформацію щодо 
продукції компанії Magnachip, 
що була представлена в цій статті, 
та каталог Magnachip-26 в елек-
тронному вигляді, можна отри-
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в Україні  — компанії «ІНКОМТЕХ 
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Компанія Magnachip представила нове покоління високоефек-
тивних IGBT-транзисторів на 650 та 1200 В для сонячних інвер-
торів і систем накопичення енергії.

Таблиця 1. �Серія IGBT-пристроїв для сонячних батарей та систем накопичення енергії 
від Magnachip

Продукт VCES, В
IC, A

TC = 100 °С VCE(sat), В Корпус Застосування

MBQ40T65S6FSTH 650 40 1.65 TO-247 Solar/ESS

MBQ50T65S6FSTH 650 50 1.65 TO-247 Solar/ESS

MBQ75T65S6FSTH 650 75 1.65 TO-247 Solar/ESS

MBQ40T120RFSTH 1200 40 1.70 TO-247 Solar/ESS

MBQA75T120RFSTH 1200 75 1.80 TO-247 Plus Solar/ESS

MBQA100T120RFSTH 1200 100 1.70 TO-247 Plus Solar/ESS
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